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摘 要

由於無線通訊、光電、光纖通訊等產業的快速發展，帶動所需的關鍵元件(如表面聲波濾波器、通訊IC、光纖連接器、高

密度波長多功分波器、發光二極體與雷射二極體⋯等)需求快速成長，並造成元件供不應求，這些產業需求的共通點在於這

些元件需要更多更高品質的氧化物與化合物半導體基板(Substrate)晶圓(Wafer)，以藍白光LED用的2” Sapphire (藍寶石)晶

圓為例，目前國內市場需求約為每月3萬片，全世界市場規模約為每月15萬片，而到2002年底，國內則會超過每月5萬片，

全世界預估每月可達20萬片。　　　　 藍寶石(Sapphire)，其晶體為α-Al2O3，藍寶石基板為主要成長氮化鎵(GaN)之基板

，而GaN為藍、白光發光二極體(LED)之主要材料，由於LED因壽命長且耗電量低，故應用市場漸趨於廣泛，且因GaN為

能夠製作白光之材料，因此其市場發展較有潛力。 也正因為如此，元件的後續工件也變的更為重要，因此本論文嘗試以化

學機械研磨與乾蝕刻的方法，找出晶片薄化最佳製程，也就是希望晶片厚度能從原先的430 μm薄化到50 μm而無破損。 

目前我們使用磨號為600及240的碳化硼為Lapping的顆粒，其中以碳化硼#240為Lapping的第一道，其中我們使用的平台轉

為70 rpm、未施加壓力(載具本身的重量)、研磨液滴速為100滴/min、研磨液濃度為10 %、載具擺速為12次/min及擺幅20

%~80 %，及使用鑄鐵盤為研磨盤，其研磨速率可以達到4.23 μm/min，且薄化到120~100 μm之間。 碳化硼#600

為Lapping的第二道，其中我們使用的平台轉為60 rpm、未施加壓力(載具本身的重量)、研磨液滴速為100滴/min、研磨液

濃度為10 %、載具擺速為8次/min及擺幅30 %~70 %，及使用鑄鐵盤為研磨盤，其研磨速率可以達到0.33 μm/min，且薄

化到80~75 μm之間。 而拋光的部份，我們使用的平台轉為60 rpm、未施加壓力(載具本身的重量)、拋光液滴速為60

滴/min、拋光液為SF1、載具擺速為8次/min及擺幅30 %~70 %，及使用鑄鐵盤為拋光盤，其拋光速率可以達到0.13 

μm/min，且薄化到75~70 μm之間。 至於70~50 μm之間我們使用ICP蝕刻系統來薄化，其優點為不像化學機械研磨會造

成晶片的損傷，因此在良率上也會大幅的提升。
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